Динамика мультиэкситонных состояний в квантовых точках халькогенидов металлов.
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	Полупроводниковые квантовые точки – нанокристаллы размер которых сравним с радиусом Бора экситона. Особенное свойство квантовых точек – способность к образованию мультиэкситонных состояний, когда после возбуждения на одной частице образуется два или более экситона. Использование мультиэкситонных состояний в квантовых точках открывает новые горизонты в использовании квантовых точек в солнечной энергетики, оптических усилителях, лазерах и биомаркерах субдифракционного разрешения.  Однако, для применения мультиэкситонных состояний необходимо более глубокое понимание динамики процессов, происходящих в квантовых точках.   
В работах [1,2] нами была исследована динамика экситонных состояний методом фемтосекундной спектроскопии накачки-зондирования в квантовых точках CdSe, а также в квантовых точках ZnCdS. Нами показано, что процесс релаксации с высоколежащих экситонов на краевой, происходящий по механизму Оже-релаксации, не зависит от интенсивности возбуждающего излучения и происходит с характерными временами 0,15–0,2 пс. Динамика носителей заряда в мультиэкситонных состояниях определяются процессами Оже, классом неупругих процессов рассеяния двух носителей, которые приводят к безызлучательной релаксации одного носителя и одновременному возбуждению другого. Нами показано, что динамика релаксации краевого экситонов может быть описана в рамках стохастической модели с использованием двух констант: константы Оже рекомбинации и константа релаксации экситонов первого порядка.  Установлено, что значения обеих констант, полученных при подгонке экспериментальных данных, почти не зависели от энергии импульса накачки (мультиэкситонности), длины волны импульса накачки и от растворителя вода или циклогексан.
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